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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数の画素がマトリクス状に配置された表示領域を有する表示装置であって、
前記複数の画素は、第１色を発する第１画素と、前記第１画素と隣接し、第２色を発する
第２画素と、を有し、
前記第１画素及び前記第２画素は、それぞれ、
絶縁表面上に設けられた画素電極と、
前記画素電極の端部を覆い、前記画素電極上に開口部を有するバンクと、
前記開口部上に設けられたＥＬ層と、
前記ＥＬ層を覆って形成された対向電極と、
前記対向電極上において、前記第１画素と前記第２画素との間の、前記バンクの開口部と
平面視において重畳しない領域に形成された補助配線と、を有し、
前記第１色は緑色または白色であり、前記第２色は赤色または青色であり、
断面視において前記第１画素を画定する前記バンクの開口部端と前記第１画素と前記第２
画素との間に位置する前記補助配線との距離は、前記第２画素を画定する前記バンクの開
口部端と前記補助配線との距離よりも大きいことを特徴とする表示装置。
【請求項２】
複数の画素がマトリクス状に配置された表示領域を有する表示装置であって、
前記複数の画素は、第１色を発する第１画素と、前記第１画素と隣接し、第２色を発する
第２画素と、を有し、
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前記第１画素及び前記第２画素は、それぞれ、
絶縁表面上に設けられた画素電極と、
前記画素電極の端部を覆い、前記画素電極上に開口部を有するバンクと、
前記開口部上に設けられたＥＬ層と、
前記ＥＬ層を覆って形成された対向電極と、
前記対向電極上において、前記バンクの開口部と平面視において重畳しない領域に形成さ
れた補助配線と、を有し、
前記第１色は緑色または白色であり、前記第２色は赤色または青色であり、
断面視において前記第１画素に隣接して前記第１画素を挟む前記補助配線間の距離は、前
記第２画素に隣接して前記第２画素を挟む前記補助配線間の距離より大きいことを特徴と
する表示装置。
【請求項３】
　前記補助配線の上方に充填材を介して設けられる封止基板を有し、
　前記封止基板は、赤色、青色、及び緑色の各色にそれぞれ対応するカラーフィルタを含
むことを特徴とする請求項１または２に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記ＥＬ層が、赤色、青色、及び緑色の各色で塗り分けて設けられることを特徴とする
請求項１または２に記載の表示装置。
【請求項５】
前記第２画素の幅と前記第２画素を挟む補助配線間の距離は、略同一であることを特徴と
する請求項１ないし４のいずれか一項に記載の表示装置。
【請求項６】
前記補助配線は平面視において縦方向または横方向のいずれかのみに配置されることを特
徴とする請求項１ないし５のいずれか一項に記載の表示装置。
【請求項７】
同色の画素が並ぶ方向と垂直な方向に延長される前記補助配線は等間隔に配置されること
を特徴とする請求項１ないし６のいずれか一項に記載の表示装置。
【請求項８】
前記補助配線は、前記第１色及び前記第２色が隣り合って並ぶ方向と垂直な方向において
は前記第２画素側に寄って配置されることを特徴とする請求項１ないし６のいずれか一項
に記載の表示装置。
【請求項９】
緑色の前記第１画素は、赤色の前記第２画素及び青色の前記第２画素の間に配置されるこ
とを特徴とする請求項１ないし８のいずれか一項に記載の表示装置。
                                                                                
      
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は画像表示装置に関し、特に隣接する画素同士で混色が生じることを効果的に防
止できるＥＬ表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　エレクトロルミネセンス（Electroluminescence：EL）現象を利用した発光素子として
、エレクトロルミネセンス（以下「ＥＬ」ともいう）素子が知られている。ＥＬ素子は、
発光層を構成する発光材料の選択により様々な波長の色で発光させることが可能であり、
表示装置や照明器具への応用が進められている。特に、発光材料として有機材料を用いた
有機ＥＬ素子が注目されている。
【０００３】
　有機ＥＬ素子を表示装置に応用した表示装置においては、基板上にマトリクス状に配置
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した各画素に、発光素子としての有機ＥＬ素子と、その有機ＥＬ素子の発光制御を行うス
イッチング素子とが設けられている。そして、画素ごとにスイッチング素子を制御するこ
とにより、表示領域全体に任意の画像を表示することが可能である。
【０００４】
　表示装置の表示形態として、トップエミッション型とボトムエミッション型の２つが知
られている。トップエミッション型とは、有機ＥＬ素子で発した光を画素電極で反射させ
て外部に取り出す方式であり、ボトムエミッション型とは、有機ＥＬ素子で発した光を、
画素電極を透過させて外部に取り出す方式である。特に、トップエミッション型は、画素
の開口率を広く確保できる点で有利である。
【０００５】
　トップエミッション型の表示装置においては、画素電極（陽極）と対になる共通電極（
陰極）を透過させて光を取り出す必要がある。そのため、トップエミッション型において
は、共通電極として、ＭｇＡｇ（マグネシウム－銀合金）の薄膜を用いたり、ＩＴＯ（In
dium Tin Oxide）やＩＺＯ（Indium Zinc Oxide）といった透明導電膜を用いたりするこ
とが多い。
【０００６】
このうちＩＴＯやＩＺＯといった透明導電膜は、金属膜に比べて抵抗が高いので、大画面
化に伴って表示領域での消費電流が増加すると、表示領域の中央付近、すなわち電流供給
源から遠い場所ほど電圧降下を生じ、表示に影響を及ぼす。
【０００７】
　このような問題に対処するため、ＩＴＯやＩＺＯといった透明導電膜における抵抗率を
調節する技術が知られている（特許文献１）。特許文献１に記載された技術は、陰極上に
低抵抗材料を用いて補助配線層を設けるものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００９－２７６７２１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　ところで、表示素子として有機ＥＬ素子を用いる場合、発光層だけでなく、ホール輸送
層や電子輸送層といった機能層を形成する。発光層の形成は、単色の発光層、例えば白色
の発光層を複数の画素に亘って一様に形成し、カラーフィルタ等の色変換層を用いて多色
を得る方式と、各発光色に合わせた素子を個別の画素に形成し、各画素からそれぞれの発
光色を得る方式とがあるが、いずれの場合も、前述の機能層は複数の画素に亘って一様に
形成される場合が多い。
【００１０】
　すなわち、隣接する画素間で機能層が物理的に繋がっているため、ある画素に電流を供
給して発光を得ようとした場合、画素電極から供給された電流が、機能層を横方向に伝わ
って、本来発光すべきではない隣りの画素の発光層に流れてしまい、発光してしまうとい
う現象が生ずる。これを電気混色といい、表示品質低下の一要因として問題視されている
。
【００１１】
　そこで、本発明は、隣接する画素同士で混色が生じることを効果的に防止できるＥＬ表
示装置を提供することを目的の一つとする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の一実施形態による表示装置は、複数の画素がマトリクス状に配置された表示領
域を有する表示装置であって、複数の画素は、第１色を発する第１画素と、第１画素と隣
接し、第２色を発する第２画素と、を有し、第１画素及び第２画素は、それぞれ、絶縁表
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面上に設けられた画素電極と、画素電極の端部を覆い、画素電極上に開口部を有するバン
クと、開口部上に設けられたＥＬ層と、ＥＬ層を覆って形成された対向電極と、対向電極
上において、第１画素と第２画素との間の、バンクの開口部と平面視において重畳しない
領域に形成された補助配線と、を有し、断面視において第１画素を画定するバンクの開口
部端と補助配線との距離は、第２画素を画定するバンクの開口部端と補助配線との距離よ
りも大きいことを特徴とする。
【００１３】
　本発明の他の実施形態による表示装置は、複数の画素がマトリクス状に配置された表示
領域を有する表示装置であって、複数の画素は、第１色を発する第１画素と、第１画素と
隣接し、第２色を発する第２画素と、を有し、第１画素及び第２画素は、それぞれ、絶縁
表面上に設けられた画素電極と、画素電極の端部を覆い、画素電極上に開口部を有するバ
ンクと、開口部上に設けられたＥＬ層と、ＥＬ層を覆って形成された対向電極と、対向電
極上において、バンクの開口部と平面視において重畳しない領域に形成された補助配線と
、を有し、断面視において第１画素を挟む補助配線間の距離は、第２画素を挟む補助配線
間の距離より大きいことを特徴とする。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施形態１における表示装置の全体の構成を示す図である。
【図２】本発明の実施形態１における表示装置の画素部の構成を示す図である。
【図３】本発明の実施形態１における表示装置の画素を図２に示すIII－III’で切断した
断面の構成を示す図である。
【図４】本発明の実施形態１における表示装置のサブ画素と補助配線の配置を示す図であ
る。
【図５】本発明の他の実施形態における表示装置のサブ画素と補助配線の配置を示す図で
ある。
【図６】本発明の他の実施形態における表示装置のサブ画素と補助配線の配置を示す図で
ある。
【図７】本発明の他の実施形態における表示装置のサブ画素と補助配線の配置を示す図で
ある。
【図８】本発明の他の実施形態における表示装置のサブ画素と補助配線の配置を示す図で
ある。
【図９】本発明の他の実施形態における表示装置のサブ画素と補助配線の配置を示す図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下に、本発明の各実施の形態について、図面を参照しつつ説明する。なお、開示はあ
くまで一例にすぎず、当業者において、発明の主旨を保っての適宜変更について容易に想
到し得るものについては、当然に本発明の範囲に含有されるものである。また、図面は説
明をより明確にするため、実際の態様に比べ、各部の幅、厚さ、形状等について模式的に
表される場合があるが、あくまで一例であって、本発明の解釈を限定するものではない。
また、本明細書と各図において、既出の図に関して前述したものと同様の要素には、同一
の符号を付して、詳細な説明を適宜省略することがある。
【００１６】
〈実施形態１〉
　図１乃至４を用いて、本発明の実施形態１における表示装置１００の構成を説明する。
【００１７】
　図１は、本発明の第１の実施形態に係る表示装置１００の全体構成を示す図である。表
示装置１００は、基板１０１上に形成された、画素部（表示領域）１０２、走査線駆動回
路１０３、データ線駆動回路１０４、及びドライバＩＣ１０５を備えている。ドライバＩ
Ｃは、走査線駆動回路１０３及びデータ線駆動回路１０４に信号を与える制御部として機
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能する。
【００１８】
　なお、図１では、基板１０１上にドライバＩＣ１０５を一体形成した例を示しているが
、ＩＣチップのような形態で別途基板１０１上に配置してもよい。また、ドライバＩＣ１
０５をＦＰＣ（Ｆｌｅｘｉｂｌｅ　Ｐｒｉｎｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔｓ）に設けて外付け
する形態を採用してもよい。
【００１９】
　図１に示す画素部１０２には、複数の画素がマトリクス状に配置される。各画素には、
データ線駆動回路１０４から画像データに応じたデータ信号が与えられる。それらデータ
信号を、各画素に設けられたスイッチング素子を介して画素電極に与えることにより、画
像データに応じた画面表示を行うことができる。スイッチング素子としては、典型的には
、薄膜トランジスタ（Thin Film Transistor）を用いることができる。但し、薄膜トラン
ジスタに限らず、スイッチング機能を備える素子であれば、如何なる素子を用いても良い
。
【００２０】
　図２は、図１に示す表示装置１００における画素部１０２の構成を示す図である。本実
施形態において、画素２０１は、赤（Ｒ）に対応するサブ画素２０１Ｒ、緑（Ｇ）に対応
するサブ画素２０１Ｇ及び青（Ｂ）に対応するサブ画素２０１Ｂを含む。各サブ画素には
、スイッチング素子として薄膜トランジスタ２０２が設けられる。薄膜トランジスタ２０
２を用いて各サブ画素２０１Ｒ、２０１Ｇ及び２０１Ｂの発光／非発光を制御することに
より、各サブ画素に対応する任意の色を発光させ、１つの画素として様々な色を表現でき
る。
【００２１】
　図２では、サブ画素として、ＲＧＢの三原色を用いる構成を示したが、本実施形態はそ
れに限定されるものではなく、ＲＧＢに白（Ｗ）又は黄（Ｙ）を加えた４つのサブ画素で
画素２０１を構成することもできる。また、画素配列として、同一色に対応する画素がス
トライプ配列された例を示したが、その他デルタ配列やベイヤー配列、又はペンタイル構
造を実現する配列であってもよい。サブ画素と補助配線の配置との関係については後述す
る。
【００２２】
　図３は、図２に示す画素２０１をIII－III’で切断した断面の構成を示す図である。
【００２３】
図３において、第１基板３０１上には、その上に薄膜トランジスタ３０３が形成されてい
る。
【００２４】
　第１基板３０１としては、ガラス基板、石英基板、フレキシブル基板（ポリイミド、ポ
リエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレートその他の曲げることが可能な基板
）を用いることができる。第１基板３０１が透光性を有する必要がない場合には、金属基
板、セラミックス基板、半導体基板を用いることも可能である。
【００２５】
　薄膜トランジスタ３０３は、公知の方法で形成すればよい。薄膜トランジスタ３０３の
構造は、トップゲート型であってもボトムゲート型であってもよい。ゲート絶縁膜３０２
は、例えば酸化シリコン、窒化シリコン等を用いて、半導体層とゲート電極との間に設け
られる。本実施形態の表示装置１００では、薄膜トランジスタ３０３を覆うように第１の
絶縁層３０４を設け、薄膜トランジスタ３０３に起因する凹凸を平坦化する構造としてい
る。第１の絶縁層３０４としては、樹脂材料を用いることが好ましい。例えば、ポリイミ
ド、ポリアミド、アクリル、エポキシ等の公知の有機材料を用いることができる。平坦化
効果を奏するのであれば、有機材料に代えて、酸化シリコン等の無機材料を用いてもよい
し、それらの積層構造としてもよい。図３では、第１の絶縁層３０４は単層として記載し
ているが、薄膜トランジスタのソース／ドレイン電極の上下となる層は分離していてもよ
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いし、異なる材料を用いて形成してもよい。
【００２６】
　第１の絶縁層３０４上には、画素電極３０５が設けられる。画素電極３０５は、第１の
絶縁層３０４に形成されたコンタクトホールを介して薄膜トランジスタ３０３に接続され
ている。本実施形態の表示装置１００において、画素電極３０５は、有機ＥＬ素子を構成
する陽極（アノード）として機能する。
【００２７】
　画素電極３０５は、トップエミッション型であるかボトムエミッション型であるかで異
なる構成とする。例えば、トップエミッション型である場合、画素電極３０５として反射
率の高い金属膜を用いるか、酸化インジウム系透明導電膜や酸化亜鉛系透明導電膜といっ
た仕事関数の高い透明導電膜と金属膜との積層構造を用いれば良い。逆に、ボトムエミッ
ション型である場合、画素電極３０５として上述した透明導電膜を用いれば良い。本実施
形態では、トップエミッション型の表示装置を例に挙げて説明する。
【００２８】
　隣接する画素電極３０５の間には、図３に示すように、バンク３０６が配置される。バ
ンク３０６は、各画素電極３０５の端部（エッジ）を覆い、各画素電極３０５上に開口部
を有するように設けられ、結果として、各画素を画定する部材として機能する。なお、バ
ンク３０６は、画素電極３０５の端部を覆うだけでなく、コンタクトホールに起因する凹
部を埋める充填材として機能させてもよい。
【００２９】
　本実施形態では、バンク３０６としてポリイミド系、ポリアミド系、アクリル系、エポ
キシ系もしくはシロキサン系といった公知の樹脂材料を用いることができる。バンク３０
６の形状は図３に示した形状に限定されず、頂部を含む断面（画素電極の表面に対して垂
直な面で切断した断面）の輪郭が曲線状であってもよいし、それ以外の形状でもよい。
【００３０】
　画素電極３０５及びバンク３０６の上には、エレクトロルミネセンス層（ＥＬ層）３０
７が設けられる。ＥＬ層３０７は、少なくとも発光層を有し、有機ＥＬ素子の発光部とし
て機能する。ＥＬ層３０７には、発光層以外に、電子注入層、電子輸送層、正孔注入層、
正孔輸送層といった各種機能層も含まれ得る。これらの層は、低分子系もしくは高分子系
の有機材料を用いて構成される。また、発光層として、有機材料だけでなく、エレクトロ
ルミネセンス型の量子ドットを用いてもよい。
【００３１】
　本実施形態では、白色光を発光するＥＬ層３０７を設け、後述するカラーフィルタで色
分離する構成とする。白色光を発光するＥＬ層３０７としては、可視光波長領域に広く発
光スペクトルを有する材料を用いて白色光を得てもよいし、ある特定波長にスペクトルの
ピークを有する材料を複数用いて、合成光として白色光を得てもよい。後者の一例として
は、青色に発光する発光層と黄色に発光する発光層とを組み合わせた構造を採用してもよ
く、他の公知の構造や公知の材料を用いることも可能である。
【００３２】
　ＥＬ層３０７の上には、有機ＥＬ素子の陰極（カソード）として機能する共通電極３０
８が設けられる。本実施形態の表示装置１００は、トップエミッション型であるため、透
明電極として形成する。例えばＭｇＡｇ等の金属材料で、光が十分に透過する程度の薄膜
で形成したり、もしくは透明導電膜（ＩＴＯやＩＺＯ）を用いることとする。共通電極３
０８は、各画素間を跨いで画素部１０２の全面に設けられる。
【００３３】
　ここで、本実施形態の表示装置１００においては、共通電極３０８のうちバンク３０６
の開口部と平面視において重畳しない部分の上に、補助配線３１０が設けられる。つまり
、補助配線３１０は、 各サブ画素の間に設けられる。
【００３４】
　補助配線３１０を構成する導電体としては、銀（Ａｇ）、チタン（Ｔｉ）を含む金属コ
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ロイドや金属ナノワイヤを用いることができる。また、カーボンブラックなどの導電性材
料を用いてもよい。これらの導電体を揮発性溶媒に分散させ、補助配線を形成したい領域
に選択的に塗布した後に溶媒を除去することにより、上述の導電体で構成される補助配線
を形成することができる。勿論、共通電極３０８にダメージを与えない限りにおいて、パ
ターニング工程を含むような、公知の他の配線形成技術を用いることも可能である。
【００３５】
ここで、本実施形態の表示装置１００においては、断面視において、補助配線３１０を設
ける領域は、サブ画素２０１Ｇに対して、隣接するサブ画素２０１Ｂにより近い側に設け
るようにしている。具体的には、サブ画素２０１Ｇを画定するバンクの開口部端と補助配
線３１０との距離Ｄは、サブ画素２０１Ｂを画定するバンクの開口部端と補助配線３１０
との距離Ｄ’よりも大きい。
【００３６】
距離Ｄの始点たるサブ画素２０１Ｇを画定するバンクの開口部端とは、図３に示したＰの
地点、すなわち、サブ画素２０１Ｇを画定するバンクの開口部の周縁のうち、サブ画素２
０１Ｇとサブ画素２０１Ｂとの間に形成された補助配線に最も近い地点をいう。距離Ｄの
終点たる補助配線３１０とは、図３に示したＱの地点、すなわち、補助配線３１０のうち
陰極と接する部分であって、距離Ｄの始点たるサブ画素２０１Ｇを画定するバンクの開口
部端に最も近い地点をいう。
【００３７】
距離Ｄ’ の始点たるサブ画素２０１Ｂを画定するバンクの開口部端とは、図３に示した
Ｐ’の地点、すなわち、サブ画素２０１Ｂを画定するバンクの開口部の周縁のうち、サブ
画素２０１Ｇとサブ画素２０１Ｂとの間に形成された補助配線に最も近い地点をいう。距
離Ｄ’の終点たる補助配線３１０とは、図３に示したＱ’の地点、すなわち、補助配線３
１０のうち陰極と接する部分であって、距離Ｄ’の始点たるサブ画素２０１Ｂを画定する
バンクの開口部端に最も近い地点をいう。
【００３８】
　実施形態の表示装置１００においては、陰極のピクセルピッチ方向の抵抗値が、膜厚方
向の抵抗値の１０００倍程度、換言すれば、陰極膜厚をサブピクセルピッチの１／１００
０程度とし、敢えて陰極自体は表示部の必要電流値に対して高抵抗となるように設定し、
補助配線によって陰極側の抵抗値を下げる。この点については図４を参照して説明する。
【００３９】
　補助配線３１０の上方には、有機ＥＬ素子の保護材として機能する封止膜３０９及び、
充填材（フィル材）３１１を介して封止基板が設けられる。充填材３１１としては、ポリ
イミド系、ポリアミド系、アクリル系、エポキシ系もしくはシロキサン系の公知の樹脂材
料を用いることができる。この充填剤３１１は、薄膜トランジスタや有機ＥＬ素子が形成
された基板と封止基板との間の空隙を埋めるためのものであるが、さらに両基板間の接着
材としての機能を有していてもよい。
【００４０】
　なお、本実施形態において、「封止基板」とは、第２基板３１２、第２基板３１２の主
面（第１基板３０１に対向する面）に設けられたＲＧＢの各色にそれぞれ対応するカラー
フィルタ３１３Ｒ、３１３Ｇ、３１３Ｂ、及び、それらカラーフィルタの隙間に設けられ
たブラックマトリクス３１４を含む。
【００４１】
　ただし、封止基板の構造はこれに限定されるものではなく、ブラックマトリクス３１４
を省略してもよい。また、ＥＬ層３０７をＲＧＢ各色で分けて設ければ、封止基板からカ
ラーフィルタを省略することも可能である。さらに、カラーフィルタを省略するか第１基
板３０１側に形成すれば、封止基板そのものを省略することも可能である。
【００４２】
図４は、サブ画素と補助配線の配置を示す図である。
【００４３】
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本実施形態の表示装置１００においては、混色影響の強い第１色の画素の画素電極上のバ
ンク３０６の開口部端と補助配線との距離は、混色影響の弱い第２色の画素の画素電極上
のバンク３０６の開口部端と補助配線との距離よりも大きくなるように配置される。図４
（Ａ）を参照すると、サブ画素４０１Ｇを挟む補助配線間の距離Ｘは、サブ画素４０１Ｒ
を挟む補助配線間の距離Ｙより大きい。 
【００４４】
このような配置にすることで、電気混色の影響を低減することが可能となる。混色影響の
強い第１色とは、相対的に比視感度の高い色の集合を指し、例えば緑色、白色、黄色を含
む。他方、混色影響の弱い第２色とは、相対的に比視感度の低い色の集合を指し、例えば
赤色や青色を含む。
【００４５】
図４（Ａ）に示したとおり、本実施形態の表示装置１００においては、補助配線が格子状
に配置され、赤色、緑色、青色、白色の順にサブ画素が並べられる。サブ画素４０１Ｒま
たはサブ画素４０１Ｂを挟む補助配線の間隔は、サブ画素４０１Ｒ及びサブ画素４０１Ｂ
の発光領域の幅と略同一であり、サブ画素４０１Ｇ及びサブ画素４０１Ｗを挟む補助配線
はサブ画素４０１Ｇ及びサブ画素４０１Ｗから一定の幅大きく形成されている。すなわち
、比視感度の高い色のサブ画素に対しては、より遠い位置に補助配線が設けられ、比視感
度の低いサブ画素に対しては、より近い位置に補助配線が設けられる。本実施形態はあく
まで例示であり、図４（Ｂ）に示したとおり、補助配線は縦方向のみに配置してもよい。
また、赤色、緑色、青色、白色はどのような並び方となっていてもよく、サブ画素４０１
Ｇ及びサブ画素４０１Ｗと補助配線との距離が、サブ画素４０１Ｒ及びサブ画素４０１Ｂ
と補助配線との距離よりも大きくなっていればよい。サブ画素４０１Ｒ及びサブ画素４０
１Ｂを挟む補助配線の間隔は、サブ画素４０１Ｒ及びサブ画素４０１Ｂの発光領域の幅と
略同一でなくてもよい。
【００４６】
また、同色が並ぶ方向と垂直な方向に延長される補助配線が等間隔に配線されていてもよ
く、そのような配置にすることで、特性を均一化できる。
【００４７】
本実施形態の表示装置１００においては、縦方向に同じ色のサブ画素が並ぶように配置さ
れているため横方向の補助配線は上下のサブ画素からの距離が均一になるように配線され
ているが、縦方向に異なる色のサブ画素が並ぶように配置されている場合には、上下のサ
ブ画素のいずれか一方に寄せるようにして補助配線を配置してもよい。例えば、緑色又は
白色のサブ画素の下に赤色又は青色のサブ画素が配置されているような場合には、赤色又
は青色のサブ画素の側に寄せて、補助配線を配置してもよい。
【００４８】
このように、本実施形態の表示装置１００においては、比視感度の高い緑色及び白色のサ
ブ画素と比視感度の低い赤色及び青色のサブ画素とにおいて非対称に補助配線を配置する
。具体的には、比視感度の高い緑色及び白色のサブ画素の発光層から補助配線までの距離
を比視感度の低い赤色及び青色のサブ画素の発光層から補助配線までの距離よりも大きく
する。
【００４９】
陰極として用いている共通配線３０８は、補助配線３１０を形成する材料に比べて抵抗率
の高い材料を用いており、さらに成膜厚を好適にすることで、補助配線３１０に比べて、
共通配線３０８の横方向の単位距離又は単位面積当たりの抵抗値（シート抵抗値）を高く
している。従って、サブ画素と補助配線との位置関係を前述の通りとすることで、視感度
の低い赤色または青色のサブ画素においては、共通配線＋補助配線の合成抵抗値が緑色ま
たは白色のサブ画素のそれよりも下がるので、比視感度の低い赤色または青色のサブ画素
が発光、比視感度の高い緑色または白色のサブ画素が非発光になっているときに、緑色ま
たは白色のサブ画素の方へ電流が流れて緑色または白色のサブ画素が発光してしまうこと
を防止することができる。他方、緑色及び白色のサブ画素から補助電極までの距離は大き
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いことから、緑色または白色のサブ画素における共通配線＋補助配線の合成抵抗値は大き
いままなので、緑色及び白色のサブ画素が発光、赤色または青色のサブ画素が非発光にな
っているときには、赤色または青色のサブ画素の方へ電流が流れて赤色または青色のサブ
画素が発光してしまうことを防止することができる。
【００５０】
したがって、本実施形態の表示装置によると、効率や色度等を犠牲にすることなく最適な
ＯＬＥＤ素子設計をすることが可能となる。また、前述のように、発光素子上に設ける陰
極の抵抗値を敢えて高めとし、サブピクセル間に、金属など比較的抵抗値の低い材料を用
いて補助配線を設け、かつ補助配線と発光素子との距離を、サブピクセルの色によって異
ならせることにより、陰極の抵抗値を下げると同時に、電気混色の影響を低減することが
できる。
【００５１】
（実施形態２）
　図５（Ａ）～（Ｄ）は、本発明の第２の実施形態に係る表示装置２００のサブ画素と補
助配線の配置を示す図である。第２の実施形態と第１の実施形態との違いは、第２の実施
形態に係る表示装置２００は、縦方向及び横方向の両方において、比視感度の高い緑色ま
たは白色のサブ画素と、比視感度の低い赤色または青色のサブ画素が交互に配置され、比
視感度の高い緑色及び白色のサブ画素同士及び、比視感度の低い赤色及び青色のサブ画素
同士がそれぞれ対角に配置されている点である。その他の構成は、第１の実施形態に係る
表示装置１００と同じである。
【００５２】
　このような構成を有する第２の実施形態においては、隣接画素間距離を確保したままで
開口率を向上させることができるので、高精細化に有利となる。
【００５３】
（実施形態３）
　図６（Ａ）～（Ｄ）は、本発明の第３の実施形態に係る表示装置３００のサブ画素と補
助配線の配置を示す図である。第３の実施形態と第１の実施形態との違いは、第３の実施
形態に係る表示装置３００は、横方向において、比視感度の高い緑色または白色のサブ画
素と、比視感度の低い赤色または青色のサブ画素が交互に配置され、縦方向には比視感度
の高い緑色及び白色のサブ画素が同列に、また、比視感度の低い赤色及び青色のサブ画素
が同列に配置されている点である。その他の構成は、第１の実施形態に係る表示装置１０
０と同じである。
【００５４】
このような構成を有する第３の実施形態においては、縦方向に比視感度の高い色同士また
は比視感度の低い色同士が隣り合うため、補助配線をどちらかの色の側に寄せる必要がな
い。したがって、補助配線をシンプルな格子状に配置することができ、加工が容易になる
という利点がある。
【００５５】
（実施形態４）
　図７（Ａ）～（Ｄ）、図８（Ａ）～（Ｄ）及び図９（Ａ）～（Ｄ）は、本発明の第４の
実施形態に係る表示装置４００のサブ画素と補助配線の配置を示す図である。第４の実施
形態と第１の実施形態との違いは、第４の実施形態に係る表示装置４００においては、赤
色、緑色、青色の３色のサブ画素から構成される点である。その他の構成は、第１の実施
形態に係る表示装置１００と同じである。
【００５６】
　すなわち、第４の実施形態に係る表示装置４００においても、図７（Ａ）や図９（Ａ）
に示したように全サブ画素を挟むように補助配線を配置してもよく、図７（Ｂ）に示した
ように縦方向には全サブ画素を挟むように補助配線を配置し、横方向には補助配線を配置
しなくてもよい。また、図７（Ｃ）、図７（Ｄ）、図９（Ｃ）に示したように、赤色、緑
色、青色の３色はどのような並びで配置してもよい。
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　さらに、図８（Ａ）、図８（Ｃ）、図９（Ｂ）や図９（Ｄ）に示したように、赤色、緑
色、青色、若しくは、青色、緑色、赤色の順に並んで配置された３色のサブ画素を１セッ
トにして、その周囲を囲むように補助配線を配置してもよい。また、図８（Ｂ）や図８（
Ｄ）に示したように、赤色、緑色、青色、若しくは、青色、緑色、赤色の順に並んで配置
された３色のサブ画素を１セットにして、その左右を挟むように補助配線を配置してもよ
い。
【００５８】
このような構成を有する実施形態においては、赤色と青色の間に挟まれる緑色のサブ画素
を挟む補助配線を配置しなくても、比視感度の高い緑色及び白色のサブ画素の発光層から
補助配線までの距離を確保して、緑色及び白色のサブ画素の配線抵抗の方が比視感度の低
い赤色及び青色のサブ画素よりも大きい状態として、比視感度の高い緑色及び白色のサブ
画素の印加電圧を下げることにより、電気混色の影響を低減することが可能となる。した
がって、このような構成を有する実施形態においては、上記効果を奏しつつ、必要となる
補助配線の量を減らすことがき、また、作成工程も容易になる。
【００５９】
　なお、本発明は上記の実施形態に限られたものではなく、趣旨を逸脱しない範囲で適宜
変更することが可能である。
【符号の説明】
【００６０】
　１００　表示装置
　１０２　画素部
　１０３　走査線駆動回路
　１０４　データ線駆動回路
　１０５　ドライバＩＣ
　２０１　画素
　２０１Ｒ　Ｒ（赤）に対応するサブ画素
　２０１Ｇ　Ｇ（緑）に対応するサブ画素
　２０１Ｂ　Ｂ（青）に対応するサブ画素
　２０２　薄膜トランジスタ
　３０１　第１基板
　３０３　薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）
　３０４　第１の絶縁層
　３０５　画素電極（陽極）
　３０６　バンク
　３０７　ＥＬ層
　３０８　共通電極（陰極）
　３１０　補助配線
　３１１　充填材
　３１２　第２基板
　３１３Ｒ　Ｒ（赤）に対応するカラーフィルタ
　３１３Ｇ　Ｇ（緑）に対応するカラーフィルタ
　３１３Ｂ　Ｂ（青）に対応するカラーフィルタ
　３１４　ブラックマトリクス
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